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—— mgr ini. Cezary Rudnicki

ranzystory BF510 { BF511 sa

tranzystorami krzemowymi, ma-
lej mocy, wielkiej czestotliwo$ci, ty-
pu n—p—n, wykonanymi technologia
dyfuzyjng, konstrukeji Mesa. Prze-
znaczone sg gléownie do pracy w
ukladach automatyki, w ukladach
wzmacniajgeych i generacyjnych.

Giléwne wymiary, wyglad zew-
hetrzny i uklad wyprowadzen uwi-
doczniono na rys. 1, a wartosci zna-
mionowe i graniczne parametréw sg
ujete w tablicy 1, natomiast dopusz-
czalne wartosci eksploatacyjne —
w tablicy 2. Dopuszczalne wartosci
eksploatacyjne okre§la sie na podsta-
wie specjalnych badan uwzglednia-
jacych graniczne wartosei i nieza-
wodno$é tranzystorow; nie sg one
przedmiotem bezposrednich pomia-
row,

Niezawodno$¢ tranzystoréw BF510
i BF511 bada sie przez cbcigzenie ich
mocy elekiryczng i kontrole para-
metréw takich jak hyp i Igpp. Roz-
roznia sie badania kontrolne —
1000 godzin i badania dtugotrwale —
nie mniej niz 5000 godzin. W czasie

37 —

Rys. 1. Wyglad zewnetrzny tranzysto-
ré6w BF510 i BF3511

Tablica i

Warto$ci znamionowe i graniczne parametré6w dla temperatury 25°C

Wartosé

" Ozna- Warunki
IREEATEA N sk AT czenie BF510 BF511 pomiaru
Prad zerowy -
0,5 0,5 U =6 V
kolektor-baza Icso ' ’ CB
Prad zerowy . Ucp=8 V
kolektor-baza Tepo 100 100 T = 150°C
Napigcie przebicia _

30 50 I =10 pA
kolektor-baza Ursr)cBO CBO B
Napiecie przebicia *) _ .

30 1 =10 mA
kolektor-emiter Urericeo b CEO
Napiecie przebicia -
emiter-baza UrBr)EBO 3 3 Tgpo =10 pA
Wspoétczynnik Uoi=6 V
wzmochienia h, 20 20 CE
pradowego 21E I =10 mA
Napiecie nasycenia UcEsat 1 1 I =10 mA

Ucpg=6 V
Stata czasu sprzezenia Yop' v C 1 1 I =2 mA
zwrotnego < fp =5 MHz

*) Ze wzgledu na mozliwo§é przekroczenia mocy maksymalnej, pomiary U, ggr,czo
przeprowadza sie metoda impulsowa lub przy uzyciu charakterografu

Tablica 2

Dopuszczalne warto$ci eksploatacyjne dla temperatury 25°C

Ozna- Jedno- Wartosé¢
Nazwa parametru 5 tk
czenie Stka BF510 BF511
Maksymalne napiecie
kolektor-baza UCBmax v 30 50
Maksymalne napiecie
kolektor-emiter U v 30 50
CEmax
Maksymalne napiecie
emiter-baza UEBmax v 5 5
Maksymalny prad
kolektora 1 mA 50 50
Cmax
Maksymalny prad
kolektoral-lmpulsowy ICMmax m: 100 100
a a
Maksymalny prad bazy Bmax m 3 3
Maksymalny prad bazy
impulsowy IBMmax mA 5 5
Maksymalna moc strat Pmax mw 150 150
Maksymalna tempera-
tura timax oC 150 150




badan tranzystory pracujg w ukla-
dzie ze wspolng bazg (OB), obwdd
kolektora =zasilany jest mnapieciem
stalym, za$ obwdd emitera pradem
pulsujgcym z prostownika dwupo-
t6wkowego. Wartosci I, i Upp s3 tak
dobrane, ze moc wydzielana Ww
tranzystorze jest zblizona do maksy-
malnej. Jako elementy uszkodzone
v’ czasie badan traktuje sie te, w
ktéorych nastgpilo zwarcie lub przer-
wa, albo nastapil wiecej niz 10-krot-
ny wzrost pradu Ipp, ponad war-
tos¢ okreslong w tablicy 1 lub zmia-
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Rys. 2. Zalezno$¢ mocy maksymalnej tanzystoréow BF510
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na o ponad 309, parametru hyp W
stosunku do warto$ci okreslonej w
tejze tablicy. Badania trwatlosci prze-

prowadza sie w temperaturze 25
*+ 5°C.
Zaleznos$é mocy maksymalnej

tranzystoréw BF510 i BF511 od tem-
peratury przedstawiono na rysun-
ku 2.

Tahlica 3

Parametry dynamiczne — wartosci Srednie (Ueg =6V, I =2 mA, T = 25°C)

Nazwa parametru Oznaczenie Jedn. Warto$é |Warunki pomiaru
Czestotliwo$¢é graniczna fr MHz 100 fp, = 20 MHz
Wspotezynnik*) _
wzmocnienia pradowego h21e - 50 fp = 1kHz
Stala czasowa*) s _
sprzezenia zwrotnego e € psek 350 fp = 5 MHz
Opér wejsciowy przy - - 1 f, = 0,5 MHz
zwartym wyjsciu 11e 0,8 f, = 107 MHz
Pojemnos$é wejsciowa . DF 30 fp = 0,5 MHz
przy zwartym wyjsciu 11e 25 f, = 107 MHz
Admitancja przejsciowa v ms 60 fp = 0,5 MHz
przy zwartym wyjsciu I 21e] 32 f, = 10,7 MHz
Pojemno$é zwrotna o 2,8 f, = 0,5 MHz
przy zwartym wejsciu 12¢ pF 58 | 4 =107 mrEm

& D
Opér wyjsciowy przy " ‘ 15 £y =
zwartym wejsciu 22 L 18| Fo= 1
Pojemnos$é wyjsciowa c F 22 f
sz 23 o7 I P |
przy zwartym wejsciu = 10 fl. =
14

granicznymi

*) WartosSci te s3 wartosciami $rednimi, uzyskanymi z pomiaréw duzej
zystor6w w odréznieniu od wartoSci podanych w tablicy 1, bedacyvch

partii tran-
wasto§ciami

Tablica 4

tranzystoréw BF510 i BF511 w tem-

Czasy przelaczania — wartosci Srednie
Nazwa parametru Ozna.- Jedn. Warto§é Wan.mkl
czenie pomiaru
Czas opodznienia ty ‘ ns 30 IBI =1 mA
IBZ = 2 mA
Czas narastania - t, ns 75
1,=10 mA
‘ C
Czas przeciggania ts ’ ns 750
Czas opadania tf ‘ ns 250
Niektére parametry dynamiczne Typowe charakterystyki wspol-

peraturze 25°C ujeto w tablicy 3.

czynnika szuméw w funkcji opcru
i czestotliwo$ci generatora przad-
stawione sg na rysunkach 3 i 4.
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Rys. 3. Zalezno$¢ wspélczynnika szumdéw od oporu generatora Rys. 4. Zalezno$é wspélczynnika szumdéw od czestotliwosci



Dla zastosowan tranzystoréw Y =6V
BF510 i BF511 w ukladach impulso-
wych podano w tablicy 4 przecietne
wartosci czaséw przelgczania, za$ na

rysunku 5 — schemat ukladu pomia- ssgiiorf o]
FORER0: Generator - R> 1HS2
Badania prowadzone w Instytucie impulsow Ungj ff;’gﬁf Osc.
Tele- i Radiotechnicznym potwier- prostokgtn 4
dzily od dawna znang w FP TEWA ;f Zfﬂﬂriy
mozliwosé stosowania tychze tran- f;np > Sus
zystor6w w stopniach komplemen-
tarnych, w parze z tranzystorem ger-
manowym p—n—p, np. ASY34!),
Tranzystory BF510 i BF511 pro- . wa
dukowane przez Fabryke Poélprze- =) '\ 10%
wodnikéw TEWA sg zblizone do 0%
tranzystor6w ZT20 firmy FERRAN- JI )
TI. ——&11 tr - ] fs te =
on r~tofr =
!) Zastrzetenie patentowe Nr W-41413 Rys. 5. Schemat ukladu pomiarowegodo pomiar6w czaséw przelaczen i oscy-

2 dnia 11.1.1968 — TR. logram napiecia wyjSciowego



